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2023年度中期経営計画
電子デバイス事業
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電子デバイス 事業方針/事業計画

事業方針

事業計画

主力機種のIGBTに注力、拡大市場への積極投資による売上・利益の拡大

2023年度 目標値 売上高2,000億円 海外比率66%
営業利益220億円 利益率11%

485 561 680 

888 
942 

1,320 

2018年度

実績

2019年度

経営計画

2023年度

中期計画

国内・海外売上高（億円）

156
175

220

2018年度

実績

2019年度

経営計画

2023年度

中期計画

営業利益・営業利益率（億円）

11.0%

1,118 1,253 

1,750 

255
250

250

2018年度

実績

2019年度

経営計画

2023年度

中期計画

売上高（億円）

1,373
1,503

65% 63%海外
比率

1,373

2,000

11.4% 11.6%

国内

海外

2,000

1,503

66%

ディスク媒体

半導体

対18年

増減

-5

+632

対18年

増減

+432

+195

対18年

増減

+64
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半導体市場予測（当社対象市場）

産業
ディスクリート

３．５％

自動車
１２．５％

産業
モジュール

３．５％

IHS-2018年、WSTS19年春予測
市場データより弊社推定

半導体市場全体は年率約7％で伸長する

自動車市場は年率約13％の高い成長を見込む

[億円]

SiC
産業ディスクリート（電源ＩＣ、MOSFET、ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ、感光体）
産業モジュール（IGBTﾓｼﾞｭｰﾙ）
自動車（EV/HEV用IGBT、ﾊﾟﾜｰIC、圧力ｾﾝｻ）

2018～23年 ＣＡＧＲ
半導体全体

７．１％
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半導体 事業計画

 2023年度目標 売上高1,750億円

 自動車分野の売上拡大
（自動車分野比率：2018年度28％ ⇒ 2023年度50％）

 海外での売上拡大（海外比率：2018年度57％ ⇒ 2023年度61％）
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産業

国内

米州

自動車

1,118 

1,750 

2018年度

実績

2023年度

中期計画

国内・海外売上高（億円）

34％

43％

36％

39％

3％
7％

13％

5％
13％

8％

1,118 

1,750 

2018年度

実績

2023年度

中期計画

分野別売上高（億円）

72％

50％

50％

28％

中国

欧州

アジア他
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半導体 重点施策

 自動車分野： 電動車向けの売上拡大

 RC-IGBT※適用による製品競争力強化

 第4世代直接水冷モジュールの確実な量産立上げ

 産業分野： 伸長市場での売上拡大

 再生可能エネルギー（大容量）とエアコン市場（小容量）を拡大

 第7世代IGBTの売上拡大

 ものつくりの強化

 8インチ生産能力の増強と自動化・内製化の推進

 後工程（組立）の海外生産拡大

 競争力のある新製品の創出

 RC-IGBTを適用した製品開発の加速

 自動車分野へのリソースシフト
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※逆導通IGBT, IGBTとダイオードを一体化したもの
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電動車市場の動向と当社取り組み

 市場は年率41%で拡大する見込み

 第４世代直接水冷モジュールとRC-IGBTで差別化を図る

xEV台数・電動化率

出典：IHS2018

RC-IGBT

第4世代直接水冷モジュール

RC-IGBT適用メリット：
 チップ実装面積▲25％低減※ （小型化）
 チップ発熱▲33％低減※（高信頼性）

チップ温度分布

RC-IGBT適用時

※IGBT+FWDとRC-IGBTをある仮定した条件下において比較した値

【百万台】

IGBT

FWD

従来

【年】
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自動車用IGBT売上計画

 IGBT新製品による売上拡大

 自動車分野の売上高比率を50％に拡大

自動車分野売上高比率

（ディスクリート含む）

2019 2020 2021 2022 2023以降

自動車用IGBTの新製品拡大計画

量産開始

【年度】

順次新製品を投入

拡大

A社

B社

C社

D社

E社
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産業用IGBTモジュール売上拡大施策

 第7世代IGBT（低損失、高効率）およびRC-IGBT（小型化、高信頼性）による
スペックイン推進

 エアコン市場向けに第7世代IGBTを適用した大型パッケージ品を系列化

 再生可能エネルギー市場向けにRC-IGBTを適用し、当社独自の大容量系列
製品を追加

電鉄

太陽光発電

中容量帯

大容量帯
産業用ﾛﾎﾞｯﾄ

汎用ｲﾝﾊﾞｰﾀ

UPS
業務用ｴｱｺﾝ

※PrimePACKTMはInfineon Technologies AGの登録商標です

PrimePACKTM 3

風力発電

小容量帯

エアコン

Small IPM

第7世代IGBT適用効果
（RC-IGBT含む）

従来1,800A

RC-IGBT適用
2,400A（容量+33％）

損失▲32％

産業用IGBTモジュールターゲット市場 第7世代IGBT製品群

風力発電 太陽光発電

電鉄
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産業モジュール売上計画

 産業モジュール分野売上高18年度比+26％（2023年度）

 大容量、小容量製品の売上高比率40%（2023年度）

 第7世代IGBT売上比率50％（2023年度）

産業モジュール分野売上計画

大容量＋小容量比率
+26％

第7世代IGBT売上比率

第7世代比率

2018年度
実績

2023年度実績2023年度
中期計画

2023年度
中期計画

2018年度
実績

＊大容量+小容量比率は2018年度基準
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SiCの開発

 用途に合ったパッケージ系列を追加
 第2世代トレンチMOSFET（第1世代比損失▲23%）で拡大

第2世代トレンチMOS性能

パッケージ系列の追加

市場動向

電鉄向け

xEV市場向けに拡大

従来パッケージ 一般産業/新エネ向け従来パッケージ

出典： IHS2018をもとに独自予測 ※15kWインバータで使用した場合を想定
【年】
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設備投資・研究開発

半導体
 合理化および生産能力増強
 前工程：8インチ拡大（18年比約3倍）
 後工程：自動車用IGBT、ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ

産業用IGBT（大容量、ｴｱｺﾝ）
 海外生産拡大

半導体
 自動車用IGBT・ディスクリート
 第7世代IGBT系列拡大
 第8世代IGBT技術開発
 SiCデバイス・モジュール

設備投資額（億円）

2019～2023年度
累計計画

2014～2018年度
累計実績

研究開発費（億円）

増減 増減

※研究開発費をテーマに応じてセグメントに分類したもので、決算短信記載
の数値とは異なります。

2019～2023年度
累計計画

2014～2018年度
累計実績

658

1,200
+542

624
740

+116
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1．本資料および本説明会に含まれる予想値および将来の見通しに関する記述・言明は、

弊社が現在入手可能な情報による判断および仮定に基づいております。その判断や

仮定に内在する不確実性および事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結

果が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、弊社は、将来予測に関するいかな

る内容についても、その確実性を保証するものではありません。

2．本資料は、情報の提供を目的とするものであり、弊社の株式の売買を勧誘するもので

はありません。

3．目的を問わず、本資料を無断で引用または複製することを禁じます。

注記
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